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Passivating antireflection properties of i/n a-Si:H/SiN trilayer over c-Si wafer, prepared by PECVD 
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太陽電池等のオプトエレクトロニックデバイスでは、反射防止パッシベーション膜が重要な役

割を担う。反射防止パッシベーション膜には、高透明で反射防止性能を有することに加え、下地

活性層の表面をパッシベーション（欠陥の不活性化）することが求められる。今回、高効率バッ

クコンタクト型シリコンヘテロ接合太陽電池に適用可能な水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)
および窒化シリコン（SiN）から成る反射防止パッシベーション膜の光学特性およびパッシベーシ

ョン性能を調査したので報告する[1]。 
図１にサンプルの構造を示す。結晶シリコン（FZ n-type c-Si）上に反射防止パッシベーション

膜として、(i) SiN 単層膜、（ii）i-layer a-Si:H/SiN 二層膜、（iii）i/n a-Si:H/SiN 三層膜を準備した。

c-Si 基板を RCA ベースで洗浄した後、各層をプラズマ CVD 法により成膜した。各層の膜厚（図

１参照）および a-Si:H 層の成膜条件は固定し、SiN 層の成膜温度のみ 100-400 度の範囲で変化さ

せた。SiN 単層膜の膜特性を各種分析法により評価するとともに、作製したサンプルのパッシベ

ーション特性をキャリアライフタイムにより評価し、光学特性を分光光度計により測定した。 
図２(a)に、各構造におけるライフタイムの SiN 成膜温度依存性を示す。図より、SiN 単層膜で

は、成膜温度の上昇とともにライフタイムが向上し、400 度程度で数百µs 程度になることが確認

できる。一方、i a-Si:H を挟んだ二層膜では、ライフタイムの劇的な向上が見られ、SiN 成膜温度

300 度以上では、数 ms のライフタイムが得られることがわかる。更なるライフタイムの向上を目

指し、n a-Si:H を挟んだ三層膜では、低温側（約 250 度以下）でライフタイムの向上を確認できる。

これらの結果は、図１(b)および (c)のバンド構造に示す通り、i a-Si:H 層による欠陥の終端効果に

加え、n a-Si:H 層による電界効果パッシベーションの相乗効果によって説明できる。詳細な結果と

考察は講演にて報告する。 
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図１ サンプルの構造とバンドダイアグラム。(a) SiN 単層膜、

（b）i a-Si:H/SiN 二層膜、（c）i/n a-Si:H/SiN 三層膜[1]。 
図２ (a)各構造のライフタイムと

(b)開放電圧の期待値 [1]。 
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